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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ОПТОЕЛЕКТРОННИ КВАНТОВОРАЗМЕРНИ СИСТЕМИ

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма НАНОТЕХНОЛОГИИ ЗА КВАНТОВОРАЗМЕРНИ СТРУКТУРИ ЗА ОПТОЕЛEКТРОНИКАТА
КРЕДИТИ (ECTS):6
КАТЕДРА: ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	I
	3
	45

	Семинарни упражнения



	I
	1
	15

	Практически упражнения
	I
	1
	15

	Общо часа:
	I
	5
	75

	Форма на контрол:
	Изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ
Курсът има за цел запознаване на студентите с функционалните възможности на квантоворазмерните системи в приборен аспект. В уводната част се прави преглед на съществуващи и хипотетични системи като база за конструиране на конкретни оптоелeктронни прибори. Вyз основа на този преглед се акцентува върху базисни свойства на нискоразмерни системи, които подобряват функционалните възможности на приборите. Основно внимание се обръща на конструирането на активни оптоелектронни прибори (светодиоди, лазери, фотодиоди) в интегрален вариант, който позволява ефективна интеграция в оптоелeкетронни, хибридни и конвенционални интегрални схеми. Разглеждат се възможностите за създаване на бързодействащи функционални схеми с висока степен на интеграция, в които основният носител на информация е фотонният поток, а управлението се извършва чрез електромагнитно въздействие. Дискутират се и проблемите за недeждност и бързодействие на прибори, създадени на основата на квантоворазмерни структури.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
	No
	Тема, вид на  занятието
	Брой часове

	
	Лекции
	

	1.
	Видове квантоворазмерни структури. Полупроводникови съединения за квантоворазмерни структури. Основни методи за получаване.
	3

	2.
	Основни физически свойства на квантоворазмерните структури, използвани за създаване на активни оптоелектронни прибори. Израстване на свръхрешетки в основните кристалографски направления.
	3

	3.
	Транспорт на токови носители в прибори, създадени на квантоворазмерни структури.
	4

	4.
	Физико-технологични основи на моделиране на излъчвателни структури с квантоворазмерни ситеми. Сравняване на възможностите на полупроводникови лазери с квантоворазмерни структури с хоризонтални и вертикални резонатори.
	6

	5.
	Действителни и хипотетични излъчвателни структури със свръхрешетки. Технологични възможности за съдаване на излъчватели за интегрални схеми.
	8

	6.
	Фотоприемници на основата на единичен полупроводников хетеропреход, система от хетеропреходи, свръхрешетрки. Модел на лавинен фотодиод с квантоворазмерна структура.
	4

	7.
	Видове фотоприемници на основата на квантоворазмерни структури. Сравняване на основни параметри: праг на чувствителност, бързодействие, ток на тъмно.
	5

	8.
	Фототранзистори с хетеропреход. Особености на усилване, входна характеристика, шумови параметри. Нови биполярни и полеви фототранзистори с квантоворазмерни структури.
	6

	9.
	Бързодействащи интегрални схеми с оптоелектронни елементи, създадени на квантоворазмерни структури.
	4

	10.
	Надеждност и бързодействие на оптоелектронни прибори с квантоворазмерни системи.
	2

	Общо:
	45

	Семинарни занятия
	

	1. 
	Моделиране на полупроводников лазер с квантоворазмерни структури.
	5

	2.
	Моделиране на лавинен фотодиод с квантоворазмерни структури.
	5

	3.
	Моделиране на CCD матрица
	5

	Общо
	15

	Практически упражнения
	

	1. 
	Изследване на основни характеристики на полупроводников лазер на основата на квантоворазмерни структури с хоризонтален резонатор.
	5

	2.
	Изследване на основни характеристики на полупроводников лазер на основата на квантоворазмерни структури с вертикален резонатор.
	5

	3.
	Изследване на основни характеристики на полупроводников фотоприемник на основата на квантоворазмерни структури.
	5

	Общо
	15


В. Формата на контрол е: изпит
Г. Основна литература:

1. Semiconductor materials for optoelectronics and LTMBE materials, ed. by P. Hirtz at al., North Holand, 1993.

2. Physical concepts of materials for novel optoelectronic device applications: Materials growth and characterization, ed. by M. Razeghi, Aachen, 1990.
3. Fabrication, properties and applications of LD semiconductors, ed. by M. Balkanski and I. Yanchev, NATO ASI Series, vol. 3, 1994.

4. Devices based on LD semiconductor structures, ed. by M. Balkanski, NATO ASI Series, vol. 14, 1995.

5. Advanced electronic technologies and systems based on LD quantum devices, ed. by M. Balkanski and N. Andreev, NATO ASI Series, vol. 42, 1996.

6. Reliability aspects of electronic components and systems, A. Bossche, R. Mollinger, TU Delft, 1993.
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